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(54) Dispozitiv pentru obtinerea oscilatiilor bazate pe efectul Gunn
(57) Rezumat:

Inventia se referd }a tehnica cu microunde este fixat prin intermezdiul a niste contacte din
bazati pe semiconductori si poate fi aplicati la paladiu (6) un element de lucru (1), executat
executarea diodelor Gunn pentru diverse dintr-un fir monocristalin din telururd de
domenii ale stiintei si tehnicii, care necesitd 5 plumb cu conductibilitate de tip p, cu un
amplificarea §i generarea oscilatiilor de diametru de 5+20 pm.
frecventa ultrainalta. Revendiciri: 1

Dispozitivul pentru obtinerea oscilatiilor 10 Figuri: 3

bazate pe efectul Gunn confine un criostat cu

azot lichid (7), in care este amplasat un

substrat de getinax foliat cu cupru (2), pe care 5

sunt montate niste contacte fixe (3), intre care

este amplasat un contact mobil (5), unit cu

unul din contactele fixe (3) printr-un arc (4), pe

celalalt contact fix (3) si contactul mobil (5)



(54) Device for obtaining oscillations based on Gunn effect

(57) Abstract:
1
The invention relates to the microwave

engineering based on semiconductors and can
be used in the manufacture of Gunn diodes for
different areas of science and technology,
requiring amplification and generation of
microwave oscillations.

The device for obtaining oscillations based
on Gunn effect comprises a cryostat with
liquid nitrogen (7), in which is placed a
substrate of getinax foil-coated with copper
(2), on which are mounted fixed contacts (3),

between which is placed a movable contact (5),
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15

2
connected to one of the fixed contacts (3) by

means of a spring (4), on the other fixed
contact (3) and the movable contact (5) is fixed
by means of palladium contacts (6) a working
element (1), made of a single-crystal wire of
lead telluride of p-type conductivity, with a
diameter of 5+20 um.

Claims: 1

Fig.: 3

(54) YcrpoiicTBO A4 moay4eHust Kojaedanui Ha 3ddexTe 'anHa

(57) Pegepar:

H300pereHne OTHOCHTCS K MHKPOBOJHO-
BOIl TEXHHKE, OCHOBAHHOM HA IOJYIPOBOA-
HHKAX, H MOXCT OBITH IPAMCHCHO IIPpH
H3TOTOBJICHHH JHOAOB T"anna AT Pa3IHIHBIX
obnacTeli HAyKH, TEXHHUKH, TPEOYIOIMX YCH-
JICHAC W TCHEPALUI0 CBEPXBBICOKOYACTOTHBIX
KONICOaHHH.

YCTpoHCTBO M1 MOTyYCHUA KOICOaHUI HA
s pexre ['aHHA COACPIKUT KPHOCTAT C KHIKAM
azoroM (7), B KOTOPOM Pa3MEIICHA TOAJIOMKKA
M3 TCTHHAKCA (DOTBIHPOBAHHOTO MEIBIO (2), HAa
KOTOPOH CMOHTHPOBAHBI HCTMOABIDKHBIC KOH-
TakThl (3), MEXIy KOTOPBIMH PACHOJOKEH

MOJBIDKHBIH KOHTAKT (5), COCOMHCHHBIH C

10

15

2
OJHMM M3 HENOABWKHBIX KOHTAKTOB (3)

MOCPEACTBOM MPYKHHKH (4), Ha JApyroM
HEMOJBIKHOM KOHTAkTe (3) M MOABHYKHOM
KOHTAakTe (5) 3aKpelyicH MOCPEACTBOM KOH-
TaKTOB W3 majuiaaud (6) padoumii 3memeHT (1),
BBIMIOIHEHHBIT W3  MOHOKPHCTATHYCCKON
MPOBOJIOKH M3 TEIIYyPHAA CBHHLIA p-THIA
MPOBOJUMOCTH C AuamMeTpoM 5720 pm.

IT. popmymsr: 1

Our.: 3
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Descriere:

Inventia se referd la tehnica cu microunde bazatd pe semiconductori §i poate fi aplicati
la executarea diodelor Gunn pentru diverse domenii ale stiintei si tehnicii, care necesiti
amplificarea si generarea oscilatiilor de frecventd ultrainalta.

Este cunoscut un dispozitiv semiconductor bazat pe efectul Gunn, care confine un
element de lucru executat ca un strat semiconductor cu conductibilitate de tip #, contacte
anodic si catodic amplasate reciproc opus. Din partea contactului anodic sunt formate
suplimentar straturi semiconductoare cu conductibilitate de tip n™ §i n™", iar din partea
contactului catodic - un strat cu conductibilitate de tipn™ [1].

Dezavantajul dispozitivului dat constd in aceea cd ricirea elementului de lucru se
efectueazd prin intermediul contactelor si nu direct prin contactarea cu agentul frigorific,
ceea ce poate cauza instabilitatea la temperaturi joase, cand va fi necesard majorarea
tensiunii de lucru pentru incdlzirea diodei Gunn. Aceasta se explicd prin aparitia asa-
numitei ,,zone moarte”, ce apare dupd catod si conduce la scidderea eficacititii diodei
(scdderea puterii generate la armonica de baza).

Problema pe care o rezolva inventia constd in obtinerea oscilatiilor stabile de frecventa
ultrainalta.

Dispozitivul, conform inventiei, inldturd dezavantajul mentionat mai sus prin aceea ci
confine un criostat cu azot lichid, in care este amplasat un substrat de getinax foliat cu
cupru, pe care sunt montate niste contacte fixe, intre care este amplasat un contact mobil,
unit cu unul din contactele fixe printr-un arc, pe celalalt contact fix si contactul mobil este
fixat prin intermediul a niste contacte din paladiu un element de lucru, executat dintr-un fir
monocristalin din telururd de plumb cu conductibilitate de tip p, cu un diametru de 5720
pm.
Folosirea in calitate de element de lucru a firului de diametru mic di posibilitate de a
efectua mai efectiv ricirea lui. De asemenea, aparitia ,,zonei moarte” este practic exclusi
prin injectia in zona de lucru a purtdtorilor fierbinti, apdruti din cauza formdrii la limita
contactului metalic la firele monocristaline semiconductoare de PbTe cu conductibilitate de
tip p a unei neohmicitati.

In dispozitivul propus pentru obtinerea oscilatiilor bazate pe efectul Gunn se foloseste
factorul de calitate a PbTe cu conductibilitate de tip p, zona valentd a ciruia constd din doud
benzi energetice separate, iar transferul purtitorilor dintr-o zond a benzilor energetice in
alta la aplicarea campului electric de o valoare respectivd duce la crearea conditiilor
favorabile pentru aparifia domenelor, propagarea cirora prin probd in anumite conditii
produce un efect de rezistentd dinamica.

Rezultatul inventiei constd in aceea ca datoritd alegerii in calitate de element de lucru a
firului monocristalin semiconductor de PbTe cu conductibilitate de tip p de diametru mic al
diodei Gunn este posibil de a obtine oscilatii stabile de frecventa ultrainaltd si dioda Gunn
propusd poate fi folositd la proiectarea amplificatoarelor si generatoarelor de oscilatii de
frecventd ultrainaltd cu o gama larga de puteri.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1, 2 si 3, care reprezinti:

- fig. 1, schema-bloc a dispozitivului pentru obtinerea oscilatiilor bazate pe efectul
Gunn;

- fig. 2, dependenta caracteristica volt-amper tipicd;

- fig. 3, scanare in timp a impulsului de curent pe proba.

in fig. 1 este prezentati schema-bloc a dispozitivului pentru obtinerea oscilatiilor bazate
pe efectul Gunn care contfine un criostat cu azot lichid 7, in care este amplasat un substrat
de getinax foliat cu cupru 2, pe care sunt montate niste contacte fixe 3, intre care este
amplasat un contact mobil 5, unit cu unul din contactele fixe 3 printr-un arc 4, pe celalalt
contact fix 3 si contactul mobil 5 este fixat prin intermediul a niste contacte din paladiu 6
un element de lucru 1, executat dintr-un fir monocristalin din telururd de plumb cu
conductibilitate de tip p, cu un diametru de 5+20 um. Firul monocristalin este obtinut prin
metoda de umplere prin injectia sub presiune a microcapilarelor cu materialul topit.

Firele monocristaline semiconductoare de PbTe cu conductibilitate de tip p cu un
diametru de aproximativ 10 um au avantaje in comparatie cu materialele volumetrice si
peliculele, att in ceea ce priveste rezistenta lor (pentru a observa oscilatiile de tip Gunn in
campuri electrice mari sunt necesare probe cu rezistenta electricd mare avand mobilitatea
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ridicatd a purtitorilor de sarcind), cit si din punct de vedere al imbundtatirii disiparii
caldurii.

Contactele 6 de fixare a elementului de lucru, executat din fire monocristaline
semiconductoare de PbTe cu conductibilitate de tip p pentru un diapazon de temperaturi
larg, se fabricd prin depunerea chimicd a paladiului din solutia cu urmétoarea componenta:

PdCl, - 1 g/,

HCI - 2 ml/1;

apd distilatd — pand la un litru.

Depunerea acestei solutii pe suprafata telururii de plumb genereazi concomitent doua
reactii:

1. de reducere a Pd metalic din complexul (PdCl,);

2. de oxidare a suprafetei PbTe.

Ca rezultat, pe suprafata PbTe se formeazd un substrat cu o concentratie de goluri
ridicata care, la randul sdu, duce la mdrirea curentului tunel si imbundtitirea contactului
ohmic. In acest caz putem constata ci contactul dat este un contact practic ohmic,
caracteristicile volt-amper fiind liniare si la temperatura camerei, si la temperatura azotului
lichid.

Substratul 2, pe care se monteaza elementul de lucru 1, are dimensiuni caracteristice de
8x4x2 mm. Din cauza coeficientului de dilatare termicd a PbTe mare, pentru a evita ruperea
elementului de lucru, acesta era fixat numai dintr-o parte. Celalalt capét al elementului de
lucru 1 a fost plasat pe un contact mobil 5. Contactul electric cu elementul de lucru in acest
caz se obtinea prin intermediul unui arc 4. Criostatul cu azot lichid 7 reprezintd un vas de
tip Dewar.

in fig. 2 este prezentati o caracteristici volt-amper tipici pentru elementul de lucru
fabricat din firul monocristalin semiconductor de PbTe cu conductibilitate de tip p cu
diametrul de 19 pm si lungimea de 1,8 mm.

in fig. 3 este prezentati scanarea in timp a impulsului de curent pe elementul de lucru
fabricat din firul monocristalin semiconductor de PbTe cu conductibilitate de tip p.

Exemplu de realizare

A fost executat un model experimental, care continea in calitate de element de lucru
firul monocristalin din PbTe cu conductibilitate de tip p de diametru mic, obtinut prin
metoda umplerii prin injectia sub presiune a microcapilarelor cu material topit. In calitate
de sursi de tensiune 1nalta s-a folosit un generator special de tensiune inaltd, iar detectarca
oscilatiilor curentului se executa cu ajutorul osciloscopului cu memorie.

Contactele metalice ale elementului de lucru, executat din fire monocristaline
semiconductoare de PbTe cu conductibilitate de tip p pentru un diapazon de temperaturi
larg, se fabricau prin depunerea chimicd a paladiului din solutia avind urmatoarea
componenta:

PdClL, - 1 g/,

HCI - 2 ml/1;

apa distilatd — pani la un litru.

Depunerea acestei solutii pe suprafata telururii de plumb genereaza concomitent doua
reactii:

1. de reducere a Pd metalic din complexul (PdCly);

2. de oxidare a suprafetei PbTe.

Ca rezultat, pe suprafata PbTe se formeazd un substrat cu o concentratic de goluri
ridicatd care, la randul sdu, duce la mdrirea curentului tunel si imbundtétirea contactului
ohmic. in acest caz putem constata ci contactul dat este un contact practic ohmic,
caracteristicile volt-amper fiind liniare si la temperatura camerei, si la temperatura azotului
lichid.

Substratul pe care se monteazd elementul de lucru prezintd getinax foliat cu cupru, cu
dimensiunile caracteristice de 8x4x2 mm. Folia de cupru se coroda in asa mod, incat pe
marginile substratului rimaneau benzi de cupru cu ldfimea de 1+2 mm (fig. 1), care se
foloseau pentru executarea contactelor electrice cu elementul de lucru. Din cauza ci
coeficientul de dilatare termicd a telururii de plumb este mare si pentru a evita ruperea
elementului de lucru, el se fixa numai dintr-o parte. Din cealaltd parte elementul de lucru se
fixa pe un contact mobil cuplat prin intermediul unui arc cu a doua bandd, prin care se
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obtinea contactul electric cu elementul de lucru. Arcul prezintd o spirald din sirma de cupru
de diametru mic (10720 pm).

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:
1. RU 2054213 C1 1996.02.10

(57) Revendiciri:

Dispozitiv pentru obtinerea oscilatiilor bazate pe efectul Gunn, care contine un criostat
cu azot lichid, in care este amplasat un substrat de getinax foliat cu cupru, pe care sunt
montate niste contacte fixe, intre care este amplasat un contact mobil, unit cu unul din
contactele fixe printr-un arc, pe celdlalt contact fix si contactul mobil este fixat prin inter-
mediul a niste contacte din paladiu un element de lucru, executat dintr-un fir monocristalin
din telurura de plumb cu conductibilitate de tip p, cu un diametru de 520 um.

Sef Sectie: SAU Tatiana
Examinator: GHITU Irina
Redactor: CANTER Svetlana

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisiniu, Republica Moldova
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